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(57) Abstract The invention relates to a dose
measurement  device for  plasma-immersion  ion
implantation, said device comprising a module for

estimating the implantation current (CUR), a secondary
electron detector (DSE) and a control circuit (CC) for
estimating the ion current by differentiation of the
implantation current and the current resulting from the
secondary electron detector. In addition, the detector for
energetic secondary electrons (DSE) comprises a collector
bearing only three electrodes insulated from one another,
namely: a first repelling electrode for repelling the charges
to be rejected having a pre-determined sign, said electrode
being provided with at least one opening for the passage of
electrons; a second repelling electrode for repelling the
charges to be rejected having the opposite sign, said
electrode also being provided with at least one opening for
the passage of electrons; and a selection electrode, said
electrode also being provided with at least one opening for
the passage of electrons.
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La présente invention concerne un dispositif' de mesure de dose pour l'implantation ionique en mode immersion plasma, dispositif
comportant un module d'estimation du courant d'implantation CUR, un détecteur d'électrons secondaires DSE et un circuit de
contrble CC pour estimer le courant ionique par différentiation du courant d'implantation et du courant issu du détecteur
d'électrons secondaires. De plus, le détecteur DSE d'électrons secondaires énergétiques comporte un collecteur supportant
exclusivement trois électrodes isolées les unes des autres : - une premiére ¢électrode de répulsion pour repousser les charges a
écarter d'un signe prédéterminé, cette électrode étant munie d'au moins un orifice pour permettre le passage des électrons, - une
deuxi¢me électrode de répulsion pour repousser les charges a écarter du signe opposé, cette électrode étant aussi munie d'au moins
un orifice pour permettre le passage des électrons, - une électrode de sélection cette électrode étant également munie d'au moins
un orifice pour permettre le passage des électrons.



